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摘要(译)

一种电致发光像素矩阵，其位于一薄膜晶体管背板上，具有改善的布
局。通过排列电致发光像素矩阵中电致发光聚集区域以及薄膜晶体管电
路聚集区域的位置，使得薄膜晶体管电路为一聚集的区域，因此，在激
光退火工序中，每一激光脉冲都可照射到大量的薄膜晶体管电路的非晶
硅层，以提高激光退火工序的效率。
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